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１．概要（Summary） 

京都大学ナノハブの設備を利用し、弊社のドライエッチ

ング技術を合わせて新しいウェハ微細パターニング技術

の開発を行った。 

近年 SiCパワーデバイスの開発が盛んに行われている。

中でもトレンチMOS構造はオン抵抗を低減できる特徴が

ある*1。デバイス設計に応じて良好な特性を得るためにト

レンチ構造の形状を自由自在に加工することがドライエッ

チングに求められている。 

 

２．実験（Experimental） 

・利用した主な装置 

プラズマ CVD装置、レジスト塗布装置 

i線露光装置、レジスト現像装置 

 

・実験方法 

SiC基板上にプラズマCVD装置により SiOを成膜し、

フォトレジストをパターニングし弊社のドライエッチング装

置で SiO マスクの加工、続いて SiC トレンチの加工を行

う。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1に SiOマスクのパターニング結果を示す。SiCエ

ッチング時の SiOマスクの後退を考慮するとSiOマスクは

垂直に仕上げる必要がある。 

Fig.2 に SiC トレンチ構造のエッチング結果を示す。

Fig.2(a)は垂直トレンチ形状を目的に加工した結果であ

る。幅 0.7 m、深さ5.1 m、アスペクト 7.3の加工が出来

る。Fig.2(b)に丸い底部を目的に加工した結果を示す。

底部の電界集中を緩和するためにコーナー部を丸くする

必要があるが、弊社のドライエッチングの技術で実現して

いる。 

 

   

(a)            (b) 

Fig.1 SEM image of mask patterning; 

(a) After Lithography, 

(b) After SiO Mask Dry Etching. 

 

 

(a)                   (b) 

Fig.2 SEM image of SiC deep trench etching; 

(a) Straight Trench, 

(b) Round Bottom Trench. 

 

４．その他・特記事項（Others） 
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５．論文・学会発表（Publication/Presentation） 

 なし。 

 

６．関連特許（Patent） 

 なし。 
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